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1. Za kolo na slici 1 odrediti režime rada MOSFET-ova, njihove mirne radne tačke i naponsko pojačanje Av. 
Poznato je: VDD=5 V, R1=R2=100 k, R3=R4=R5=R6=10 k, Vt1=0.8 V, Vt2=-0.9 V, 1=10 mA/V2, 2=3 mA/V2, 
VA1=VA2=50 V.  

 
slika 1 

 

 

Rezultat:  

ID1=152.53 A, VGS1=0.9747 V, VGD1=-0.9747 V, VDS1 = 1.9494 V 

ID2=219.24 A, VSG2=1.2823 V, VDG2=0.6671V, VSD2 = 0.6152 V 
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2. Za kolo na slici 2 odrediti otpornosti RC1, RC2 i RE2 tako da se na izlazu dobije maksimalan simetričan 
neizobličen signal ako su jednosmjerne struje kolektora tranzistora IC1=IC2=1 mA. Izračunati naponsko 
pojačanje Av. Poznato je: VCC=9 V, RE1=1.8 k, VBE=0.7 V, VCES=0.2 V, VT=26 mV, =100, VA →∞. 
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slika 2 

 
 
 
Rezultat: 
 
RE2=700 , RC1=5.724 k, RC2=3.141 k  
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3. Za kolo na slici 3 odrediti položaj mirne radne tačke oba tranzistora. Izračunati naponsko pojačanje Av, ulaznu 
otpornost Rin i izlaznu otpornost Rout. Poznato je: VCC=5.5 V, RC=4 k, RB=100 k, RE=7 kRL=4 k, VBE=0.7 V, 
VCES=0.2 V, VT=26 mV, =100, VA →∞. 

  

slika 3 

 
 

Rezultat: 
 
IC1=0.1088 mA, VCE1=4.8 V, IC2=0.9967 mA, VCE2=1.508 V 
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4. Za kolo na slici 4 odrediti režime rada MOSFET-ova, njihove mirne radne tačke, jednosmjerni napon 
na izlazu i  naponsko pojačanje Av. Poznato je: VG=1 V, Vt1=Vt2=0.7 V, VA1=VA2=20 V, 1=2 mA/V2, 
2=2.4 mA/V2, IB=100 A, VB=3.2 V. 

 

slika 4 

 
Rezultat: 
 
ID1=100 A, VGS1=1 V, VGD1=-1.22 V, VDS1=2.22 V 
ID2=100 A, VGS2=0.98 V, VGD2=-0.278 V, VDS2=1.258 V 
VOUT=3.478 V 

 1 1 2 21v m ds m dsA g r g r    

 

5. Za kolo na slici 5 odrediti režime rada MOSFET-ova, njihove mirne radne tačke, jednosmjerni napon na 
izlazu i  naponsko pojačanje Av. Poznato je: VG=1 V, Vt1=0.7 V, Vt2=-0.9 V, VA1=VA2=20 V, 1=2 mA/V2, 
2=1.8 mA/V2, IB1=200 A, IB2=100 A, VB=1 V. 

 

slika 5 

 
Rezultat: 
 
ID1=100 A, VGS1=1 V, VGD1=-1.22 V, VDS1=2.22 V 
ID2=100 A, VSG2=1.22 V, VDG2=-0.481 V, VSD2=1.701 V 
VOUT=0.519 V 

 1 1 2 21v m ds m dsA g r g r    
 
 

6. Za kolo na slici 6 odrediti režime rada MOSFET-ova, njihove mirne radne tačke, jednosmjerni napon 
na izlazu i  naponsko pojačanje Av. Poznato je: VDD=2.8 V, VG=1 V, Vt1=0.7 V, Vt2=-0.9 V, VA1=VA2=15 V, 
1=1 mA/V2, 2=1.6 mA/V2, IB=50 A. 

 

slika 6 

Rezultat: 
 
ID1=50 A, VGS1=1 V, VGD1=-0.66 V, VDS1=1.66 V 
ID2=50 A, VSG2=1.14 V, VDG2=-0.136 V, VSD2=1.276 V 
VOUT=1.524 V 
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